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ODEV 1

(23.09.2013, surdKi haftadir.)

Kullanilabilecek BJT model parametreleri dersin sayfasinda verilmistir.
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Grup 3

Sekildeki baz akimi kompanze edilmis akim kaynag ve Wilson akim kaynagi devrelerinde
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Grup 4

Irer=50pA degerindedir. Vcc =5V dur. El hesaplarinda Vr=26mV alinacaktir.

a) Devrenin akim kaynag: olarak kullanilabilmesi i¢in Vo ¢ikis geriliminin saglamasi

gereken sart1 bulunuz.
SPICE benzetim programi yardimuyla;

b) Io akiminin Vo ile degisimini ¢ikartimiz. Bunun i¢in Vo gerilimini (a)'da buldugunuz

sinir degerden baslayarak Vec =5V degerine kadar uygun araliklarla arttiriniz.
c) Elde ettiginiz sonuclardan yararlanarak devrenin cikis direncini hesaplayiniz.

d) Ire akimini 10pA-500 pA degerleri arasinda uygun araliklarla degistirerek Io/Iref
oraninin Iref akimi ile nasil degistigini arastirmiz. (Bunun icin logaritmik araliklar
icinde uygun adimlar alinmasi 6nerilir, 6rnegin 10pA-100pA araliginda 10uA, 20uA,

30UA..., 1001A- 1000pA araliginda 100pHA, 200UA, 300UA..., VD).

e) Vo cikis gerilimine 2.5V dogru gerilim bileseni veriniz, AC analiz i¢in 1V uygulayarak

frekansi degistirip ¢ikis empedansinin frekansla nasil degistigini inceleyiniz.

f) Sonuclarinizi ayni yapiy1 pnp (npn) transistorlarla tasarlamis olan gruptaki

arkadaslarimizin sonuglariyla karsilastirarak aradaki farklar: saptayiniz.
g) Elde ettiginiz sonuclar1 yorumlayiniz.



